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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

グラフェンは、炭素原子の2次元物質であり、また２次元電子系が表面で露出して
いることから、表面分子吸着によってデバイスの特性を変えることができる。本研
究では、２次元電子系を持つグラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイド系の積層ナ
ノ構造試料を作製し、抵抗検出を中心とした電子スピン共鳴（ESR）や核スピン共鳴
（NMR）のための試料作製を行う。グラフェン等積層構造半導体試料をデバイス化
し、分子吸着した際に伝導度がどのように変化するかを超低温・強磁場下で調べ、
マイクロ波照射下での伝導度の変化を高感度に捉え、抵抗検出型磁気共鳴を試みる。

実験
Experimental

Graphene-supermarket社製のCVD Graphene/h-BN(Gr/hBN)積層構造試料を用い
て2種類のホールバー構造（試料AおよびB）のデバイス加工を試みた。具体的には
レーザー描画装置によるホールバー形状のリソグラフィーと多元スパッタ装置によ
る電極形成、反応性イオンエッチング装置を用いた不要なグラフェンの除去を行う
ことで目的の構造を作製した。

結果と考察
Results and Discussion

グラフェンに重なる電極部分の面積を両サイド（ソースおよびドレイン電極）につ
いて大きくすることにより、グラフェンが剥離することなく、かつ、レジスト残り
の少ない良質なデバイスを作製することができた。また、収率もかなり良く、9個
中すべてが利用可能なデバイスを作製できるところに到達した。今後はボンディン
グを行い、センシング特性など低温でのデバイス評価を実施する。
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